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§１．研究成果の概要 

 

長期保管データ向け ReRAM では、動作アルゴリズムおよび材料の観点から新技術を導入し、

書き換え回数が少ない条件では、100 年以上のデータ保管が可能であることを明らかにした。ま

た、書き換え回数と保管特性のトレードオフ関係を向上させるアルゴリズムを提案し、NVMTS 

（Non-Volatile Memory Technology Symposium）2018 等で発表した。 

 

コールドストレージ向けフラッシュメモリでは、3 次元メモリのデータ保持信頼性を詳細に評価した

上で、幅広い書き換え回数の領域でデータ保持特性を向上させる手法（Dynamic VTH 

Distribution Shaping）を提案し、ESSDERC 2018 にて発表した。書き換え回数が少ない時の Lateral 

Charge Migration および、書き換え回数が多い時の Vertical Charge De-trap の両方を抑制する。 
 

 長期保管メモリ向けナノギャップメモリについては、加速試験の為の高温環境下における温度依

存性より絶縁基板からの影響を観測し、基板を取り除くことで 500℃までは、それぞれの抵抗状態

が全く変わらず理想的なトンネル抵抗が発生していることが分かり、Appl. Phys. Express 誌にて報

告した。 

 

高信頼配線については、高温 CVD により形成した大粒径の単層グラフェンを積層することで、

単層グラフェンの粒界からの水分の侵入を防げることを実験とシミュレーションで示し、グラフェン耐

湿バリアの原理検証ができた。また、高温高湿環境下での銅表面の酸化による劣化について、湿

度と温度による抵抗上昇の寿命予測モデルを構築した。 
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